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Telefunken Transistor BUV93

Datasheet

BUV 93

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendungen: Schaltnetzteile, Lampenansteuerschaltungean

Besondere Merkmale:
@ |n Dreifachdiffusicns-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Glaspassivierung @ Verlustlaistung 15'W

@ Hohe Sparrspannung

Abmessungen In mm

- d - ——— ] ——— 'ELE]

Kollektor mit Montageflache verbunden

Absolute Grenzdaten
Kollektor-E mittar-Sperrspanniung Uego
Uegs
Emitter-Basis-Sperrspannung Uear
Kollektorstrom Ie
Kolleklorspitzenstrom T
Basisstrom Ia
_IE
Gesamtvarlustiaistung
Tease = 26 °C Pis
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Taig

Mormgehduse
14 A 3 DIN 41869
JEDEC TQ 202
Gewicht max.18g

350 W
G000 ¥

5 s

4 A

5] B

b A

2 A

16 W

150 oC
=65...+150 C
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Telefunken Transistor BUV93 Datasheet
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sparrschichl-Umgebung Rina B0 KW
Sperrschichi-Gehause R 843 KW
Kenngrofien
Toase = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststram
UEE - w) W JJ_;LS '10“ pﬁ
= 125°C, Ugg =600V [ - 0.5 i,
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Io =100 mé, Le = 125 mH Uigaycen " 350 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig =1 mhA U.:gmgm 5 W
Kallekter-Séttigungsspannung
I =300 mA_ lg = 30 mA Uram 0.5 W
o= 3A, lg=T750mA Ulegat 1 W
Basis-Sattigungsspannung
=18, lg=024 Usesas 141 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Uge =2V, lo=1A g 10
Transitfrequenz
Upp = 10V, Iz = 200 mA, f = 1 MHz fr 9 MHz
Schaltzeiten
I =1 A, lgy = 200 mA, —lgg = 400 MA, Tepse = 25°C
Spaicharzait iy 3 s
Abfallzeit Ty 03 s

1
T —:_' =004, t, = 0.1 ms

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BUV93 Datasheet

BUV 93

T 4 #iagas H w3aaes
ot 11T | !
t al | !¢
i [
20
w T 10 ' H
i A % -oor
Y LY % kY
: & t“ i ks |'p=Bus
15 N YR RS IO 0w |
Hlﬁ | . 1 m Il sous ||
[ BE 1 | et 100 us | L
Aenac 1T 11 =
% LW 1 X H ) san us [
o TR [ X 1
'qk h 1,_ L1 ms
h h'b:"n
5 I SN = FHEN R e b
M
b
N
1
(v} 50 100 150 °C 0,013 10 100 1000 V

Tase—= uGE — -

T =T az aran ' PR
Ucesat ! I Uge || || Yee=2v
| ] feassmas e I 1,6 FIT] -
| irg':l | | " 1[ I
jn.ut ] I -
13 :_-E-,_ LT ; E] | '” =
1 ey CHm 1,2 B
s{—H Nk Teasa=-307C_| (||
-. \ | R/
il e : 287, [
T : e |
1 =
| Dsa = _.,:.‘ 1
1 — i - T et il
- = 1] === - 1287
0,5 1T 0.4 |t 478 |
h
'k\ NS [
0,1 |l 0
"o,01 o1 14 0,01 a1 14
fB' L fc—-

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BUV93 Datasheet

BUV 93

f i }, 1: —] %3 2 d|; 1 [FEIEF]
I 1 )
T T I
hre uE Pre
WA . i 0 Pl
. [[ Uog=aw| I: 40 125 L
AR il . 1A
i L | Joas | 7
100 4 + il L TR .f ] 1*_-
. [l Togpn=+128%¢ L LITHN ]
=TT +mse 111 30 ;
50 | >, +25°C ' f‘r ' 1
= 0% [~ Toame = 28 *C
- il |
= " -au‘lcll | |BFi 17 117
LTI n B ! 20 - 1
0] o AN [
] (W |
5 —Hr m il : B
L] : a "
il Il i 0 =
| | | =
1 T -
I | 11
1 | | L) l l
fc — UCE ——

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



